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В настоящее время большой интерес ученых вызывают 
искусственно синтезированные материалы – метаматериалы. Данный 
класс материалов имеет различные уникальные свойства, одним из 
которых является отрицательный коэффициент преломления [1,2]. 
Нами были исследованы тонкопленочные слоистые структуры, 
содержащие слои метаматериала с отрицательным показателем 
преломления и обычного диэлектрика. В качестве метаматериала 
рассматривалась структура на основе полупроводника с вкраплениями 
в виде двойных кольцевых резонаторов,  выполненными из металла 
(Ag). Магнитная проницаемость массива из кольцевых резонаторов в 
зависимости от частоты вычислялась в виде 
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0 – собственная частота двойного кольцевого резонатора, 
Γ – коэффициент затухания,  
mp – магнитная плазменная частота. 
Численный расчет действительной и мнимой части коэффициентов 
отражения проводился для разной толщины слоев и разных значений 
мнимой части показателя преломления слоев. Анализ расчета 
коэффициентов отражения показал высокую зависимость 
коэффициента отражения от частоты. На основе рассмотренной нами 
структуры возможно создание фильтров для оптического диапазона. 
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